
Современный мировой рынок GaAs-компонентов оценива-
ется примерно в 3,5 млрд. долл., и, по прогнозам, к 2010 

году он вырастет до 4,5 млрд. долл. (рис.1) [1]. Это связано с 
расширением применения GaAs МИС в телекоммуникационном 
оборудовании, в том числе высокочастотных диапазонов, где 
GaAs имеет лучшие электрические характеристики по сравне-
нию с кремнием [2]. К быстро развивающимся секторам рын-
ка относится инфраструктура базовых станций сотовой связи, 
для которых, согласно новым стандартам, требуются более вы-
сокочастотные линейные усилители приемлемой стоимости. Не 
прекращается и рост спроса на мобильные телефоны, объем 
продаж которых в 2007 году должен был превысить 1 млрд. шт. 
[1]. Достигнутые высокие значения КПД мощных GaAs усили-
тельных МИС способствуют расширению их применения в но-
вых конструкциях мобильных телефонов. Большие возможнос-
ти для GaAs МИС открываются в таких системах, как наземные 
терминалы спутниковой связи VSAT (27–31 ГГц), сотовые систе-
мы цифровой радиосвязи типа "точка-точка" (cellular backhaul, 
6–40 ГГц), позволяющие расширить зоны действия сотовой 
связи, автомобильные РЛС (76–77 ГГц) и специальная военная 
аппаратура – бортовые РЛС и системы РЭБ [3]. 

Компания Filtronic Compound Semiconductor
GaAs-производство Filtronic Compound Semiconductor Ltd. 
(FCSL) находится на территории бывшего кремниевого заво-

да в Newton Aycliffe на северо-востоке Англии, приобретен-
ного в 1999 году у фирмы Fujitsu [1, 2]. Общая площадь за-
вода – 29000 м2, из которых 9300 м2 занимают чистые ком-
наты классов 100 и 1000. Уже в феврале 2000 года на заво-
де было установлено более 100 единиц оборудования, окон-
чательный монтаж завершился в мае того же года. В апре-
ле 2000 года была выпущена первая партия GaAs-приборов, 
изготовленных на пластинах диаметром 150 мм. Завод рас-
считан на непрерывное производство с высоким процентом 
выхода годных и постепенное увеличение производитель-
ности к 2008 году до обработки 30 тыс. пластин такого диа-
метра в год. Предельная производительность с учетом тех-
нических возможностей завода составляет 175 тыс. пластин 
[1]. Сейчас завод компании FCSL в Newton Aycliffe — круп-
нейшее и единственное в Европе предприятие по обработ-
ке GaAs-пластин диаметром 150 мм.

Технология. Компанией освоено пять технологических мар-
шрутов, обеспечивающих крупносерийное, с высоким выхо-
дом годных, производство надежных и качественных диск-
ретных псевдоморфных транзисторов с высокой подвижнос-
тью электронов (pНЕМТ) с длиной затвора 0,5 и 0,25 мкм и 
СВЧ МИС на их основе [2]. К четырем технологиям изготовле-
ния pНЕМТ с длиной затвора 0,5 мкм относятся:

недорогой, так называемый "обедненный", процесс ••
FLO5, в котором используется всего семь масок, а так-
же очень тонкие стоп-слои и селективное травление для 
точного контроля напряжения отсечки и тока насыще-
ния. Сквозные отверстия не применяются. Выход год-
ных превышает 90%;
"обедненный" процесс FD05, который, помимо опера-••
ций технологии FL05, включает этапы создания тонкоп-
леночных нитрид-танталовых резисторов с удельным со-
противлением 50 Ом/кв, нанесения третьего уровня ме-
таллических межсоединений и формирования сквозных 
отверстий. Подложки утоняются до 100 мкм. Процесс 
предназначен для изготовления усилителей мощности 
беспроводных устройств, широкополосных усилителей, 

И.Викулов, к.т.н.В обслуживании уже сложившихся и формиру-

ющихся новых рынков GaAs-компонентов наря-

ду с американской промышленностью, занимаю-

щей ведущее положение в мире, участвуют и ев-

ропейские компании, выпускающие разнообраз-

ные GaAs-приборы и успешно разрабатывающие 

новые технологические процессы. Они располага-

ют устойчивым портфелем заказов, что обеспечи-

вает им хорошие позиции на мировом и европей-

ском рынках. Рассмотрим производственно-тех-

нологические возможности основных европейских 

производителей GaAs-компонентов, а также виды 

продукции и предлагаемые ими услуги.
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ступенчатых цифровых аттенюаторов, синфазно-квад-
ратурных демодуляторов, а также фильтров и схем под-
водки питания. С помощью процесса FD05 изготовлены 
МИС мощностью 10 Вт на частоте 10 ГГц при вариации 
коэффициентов усиления транзисторов на пластине ме-
нее 1 дБ. Выход годных превышает 95%;
процесс FP05, рассчитанный на создание рНЕМТ для ••
усилителей мощности до 60 Вт в непрерывном режиме. 
Транзисторы, изготовленные по этой технологии, обла-
дают высокими пробивными напряжениями, большими 
максимальными токами, высокими значениями усиле-
ния в режиме большого сигнала (~14 дБ на 2 ГГц) и час-
тоты отсечки (~20 ГГц). Такие частоты отсечки обеспечи-
вают высокие значения КПД в L-диапазоне и позволяют 
усилителям мощности работать на частотах до Х-диапа-
зона. Для получения хорошего теплоотвода и минималь-
ного импеданса сквозных отверстий пластины утоняют-
ся до 50 мкм. Разработанная технология находит при-
менение для производства таких компонентов, как уси-
лители мощности для базовых станций систем сотовой 
связи третьего поколения, терминалов с очень малой 
апертурой систем спутниковой связи, а также активных 
фазированных антенных решеток (АФАР);
так называемый "обогащенный" процесс FE05 форми-••
рования pНЕМТ, позволяющий создавать высоконадеж-
ные усилители мощности с повышенным КПД и линей-
ностью, а также обеспечивающий переход на более вы-
сокий уровень интеграции микросхем для мобильных те-
лефонов [3].
Для изготовления pНЕМТ с длиной затвора 0,25 мкм и 

МИС на их основе на диапазоны частот до 30 ГГц предна-
значен маршрут FD25. 

Гетероструктуры pНЕМТ – AlGaAs/InGaAs – выращива-
ют на полуизолирующих подложках арсенида галлия с ис-
пользованием двух установок молекулярно-лучевой эпитак-
сии GEN 2000 фирмы Veeco-Applied Epi (США), а также по-
лучают от внешних поставщиков. Установка GEN 2000 одно-
временно обрабатывает семь 150-мм пластин, ее произво-
дительность составляет около 80 пластин в день. Статис-

тический контроль производственного процесса (Statistical 
Process Control – SPC) показывает хорошую воспроизводи-
мость толщины слоев и электрических характеристик уст-
ройств на пластине.

На всех технологических маршрутах структуры обоих ти-
пов транзисторов формируются с помощью оптической, а 
не электронно-лучевой литографии, обычно используемой 
для получения требуемых характеристик на СВЧ. Благодаря 
применению оптической литографии при изготовлении МИС 
на GaAs-пластинах большого диаметра обеспечиваются вы-
сокие параметры и выход годных МИС при их приемлемой 
стоимости [3]. К тому же однородность размеров затворов 
транзисторов по всей пластине (от центра к краю) выше, 
чем при их формировании методами электронно-лучевой 
литографии [2]. Для изготовления pНЕМТ с длиной затво-
ра 0,5 мкм используется степпер фирмы Nikkon с источни-
ком УФ-излучения на длине волны 365 нм, pНЕМТ с длиной 
затвора 0,25 мкм – степпер той же фирмы модели ЕХ-12 с 
глубоким УФ-излучением. Завод компании FCSL был пер-
вым по обработке пластин диаметром 150 мм, располагав-
шим степпером с глубоким УФ-излучением.

Углубленный затвор создают методом сухого селектив-
ного травления, позволяющим получать однородность на-
пряжения отсечки транзисторов по всей пластине. Одна ка-
мера установки травления VLR 700 компании Oerlikon спо-
собна обрабатывать ежедневно более 50 пластин.

Перемещение отдельных пластин или партии в ходе тех-
нологического процесса отслеживает специальная элект-
ронная система Manufacturing Execution System [2], фикси-
рующая изменения параметров производственного процес-
са и передающая соответствующую информацию операто-
ру на линии. Измерения по постоянному току выполняют-
ся на пластине с помощью зондового измерителя фирмы 
Electroglas и автоматизированного тестера 4071 компании 
Agilent. Испытания на высокой частоте (до 1 ГГц) проводят-
ся с помощью установки 8400 компании Agilent и автома-
тизированной зондовой станции 4090μ фирмы Electroglas. 
Для измерений на более высоких частотах используют по-
луавтоматическую зондовую станцию, векторный анализа-
тор для малосигнальных измерений на частотах до 40 ГГц и 
автоматизированную систему измерения импедансов и шу-
мов на частотах до 18 ГГц [2].

На базе программного обеспечения фирмы Applied Wave 
Research (США) создан пакет документов, позволяющий 
разрабатывать все активные и пассивные компоненты МИС. 
Моделирование в режиме малого сигнала выполняется на 
основе S-параметров и шумовых характеристик, а в режи-
ме большого сигнала – с помощью модели ТОМ3 или Пар-
кера-Скеллерна (Parker-Skellern) [3].

Сборка МИС выполняется на высокоавтоматизирован-
ной сборочной линии фирмы Palomar, США (рис.2) [4].

Рис.1. Мировой рынок GaAs-приборов
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Продукция, рынки сбыта. Компания FCSL предлагает 
заказчикам разработку "под ключ" и крупносерийное про-
изводство на своем заводе арсенидгаллиевых приборов и 
МИС. В число услуг входит также изготовление транзис-
торов по требованию заказчика (услуги foundry). Компа-
ния уделяет большое внимание расширению номенклату-
ры предлагаемой продукции. При этом усилия ее специа-
листов направлены в основном на разработку компонентов 
и микросхем для инфраструктуры средств беспроводной и 
волоконно-оптической связи, оборудования военного назна-
чения, работающего в широкой полосе частот, а также сис-
тем прямой радиосвязи. 

Серийная продукция компании включает: дискретные 
бескорпусные и корпусированные pНЕМТ на диапазоны 
частот 0,5–18 ГГц; МИС усилителей мощности (до 10 Вт на 
частоте 10 ГГц и 2 Вт на 38 ГГц) и малошумящих усилите-
лей (коэффициент шума менее 1 дБ на 2 ГГц и 3,5 дБ на 
38 ГГц) [1], а также переключатели для современных и бу-
дущих мобильных телефонов и локальных сетей WLAN [5]. 
Компания инвестировала значительные средства в органи-
зацию массового производства многоканальных переклю-
чателей, удовлетворяющих современным требованиям по 
стоимости и техническим характеристикам (переключение 
режимов передача/прием, выбор диапазонов). В результа-
те за период с января 2005 года по январь 2007-го объ-
ем выпуска pНЕМТ-переключателей увеличился в 20 раз. 
Несмотря на рост сложности и функциональности, стои-
мость таких переключателей непрерывно снижается. МИС 
переключатели на диапазон до 6 ГГц выполняются на ос-
нове транзисторов с длиной затвора 0,5 мкм с оптимизи-
рованным числом слоев, без сквозных отверстий и воз-
душных мостов (процесс FL05). Пример такой МИС – шес-
тиканальный переключатель типа FMS2028 для четырех-

диапазонного мобильного телефона сети GSM (рис.3). За-
вод ежемесячно выпускает несколько миллионов таких пе-
реключателей. Вносимые потери МИС не превышают 0,5 
дБ, развязка приемного и передающего каналов не хуже 
40 дБ, а уровень гармоник менее -70 дБн при уровне пере-
даваемой мощности 35 дБмВт. Общий выход годных пре-
вышает 90%. 

В последнее время в системах связи "точка-точка", 
предназначенных для расширения зоны действия сотовых 
систем, дискретные транзисторы заменяли однофункцио-
нальными бескорпусными МИС на гибких подложках. Сей-
час начался следующий этап – замена однофункциональ-
ных МИС многофункциональными схемами, позволяющими 
уменьшить габариты и снизить стоимость мобильных теле-
фонов. Пример МИС высокой степени интеграции – при-
емное устройство на диапазон частот 17–23 ГГц (рис.4). 
Микросхема содержит малошумящий усилитель, аттеню-
атор, предусилитель, смеситель и усилитель гетеродина. 
Еще несколько лет назад реализация МИС такой сложности 
была экономически невыгодной из-за низкого выхода год-
ных. В будущем за счет применения МИС в пластмассовых 
корпусах под поверхностный монтаж планируется добиться 
дальнейшего снижения их стоимости.

На рынок оборудования военного и гражданского на-
значения фирма FCSL выпускает широкополосные и мощ-
ные усилители. В настоящее время идет отработка техно-
логии массового выпуска МИС приемо-передающих моду-
лей (до более 100 тыс. модулей в год) для бортовых РЛС 
с АФАР [4].

Исходя из нарастающих потребностей рынка оборудо-
вания военного и коммерческого назначения в GaAs-прибо-
рах миллиметрового диапазона, фирма Filtronic разработа-
ла pНЕМТ с длиной затвора 0,3 и 0,15 мкм. Максимальная 
плотность тока стока транзистора с длиной затвора 0,3 мкм 
составляет 490 мА/мм, напряжение отсечки – -1 В. Напря-
жение пробоя затвор-сток превышает 25 В, максимальное 
значение стабильного усиления равно 17 дБ на частоте 10 
ГГц при напряжении стока 12 В.

Затворы pНЕМТ длиной 0,15 мкм формируются с помо-
щью степпера с глубоким УФ-излучением. Типичные харак-
теристики транзистора следующие:

Ток насыщение стока IDS, мА/мм………….....................................320
Максимальный ток IMAX, мА/мм………..................................…....550
Напряжение отсечки Vp В…………......................................………..-1,5
Напряжение пробоя BVGD, В……………......................................…-15
Сопротивление во включенном состоянии RON, Ом·мм…........1,7
Крутизна GM, мСм/мм………………….......................................…...640
Частота FT, ГГц……………………………..........................................…85

В режиме большого сигнала при напряжении стока 8 В 
удельная мощность насыщения таких транзисторов с шири-
ной затвора 200 мкм превышает 1 Вт/мм.

Рис.2. Автоматизированная линия сборки микросхем фирмы 
Palomar (США)

Рис.3. Шестиканальный четырехдиапазонный переключатель 
SP6T для системы GSM-связи. Размер кристалла 852×990 мкм
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United Monolithic Semiconductors (UMS)
Фирма UMS в равных паях принадлежит компании Thales 
(Франция) и Европейскому аэрокосмическому концерну 
(European Aeronautic Defence and Space Company – EADS) 
[1]. Фирма создана с целью гарантированного обеспече-
ния GaAs-, а теперь и GaN-компонентами обеих материнс-
ких компаний. GaAs СВЧ-микросхемы поставляются с 1996 
года. Сейчас на фирме работают 220 человек. Завод по про-
изводству GaAs-компонентов с чистыми комнатами класса 
1–100 находится в городе Ульм (Ulm), Германия. Служба за-
казов, а также отделения по проектированию и тестирова-
нию корпусированных и бескорпусных (на пластине) МИС – 
в городе Орсей (Orsey), Франция.

Технология. Завод компании выпускает СВЧ МИС на осно-
ве малошумящих и мощных pНЕМТ и биполярных транзис-
торов с гетероструктурой (НВТ), изготавливаемых на плас-
тинах диаметром 100 мм. Годовая производительность – 
10 тыс. пластин [6]. Наряду с хорошо отработанными про-
цессами РН15 и РН25 изготовления малошумящих pНЕМТ 
с одним подзатворным углублением отработаны процес-
сы изготовления микросхем с различными уровнями мощ-
ности для разных частотных диапазонов (рис.5). Так, мощ-
ность МИС, выполняемых по технологиям HB20PX (2-мкм 
InGaP HBT) и PPH25X (0,25-мкм pНЕМТ), достигает 10 Вт в 
Х-диапазоне.

С 2005 года компания разрабатывает GaN HEMT. Для 
производства компонентов военного и космического на-
значения, а также усилителей мощности для базовых стан-
ций сотовых систем связи разрабатываются процессы GH50 
и GH25. Технологическая документация на все процессы и 
рабочие инструкции утверждается специальной админист-
ративной комиссией (Management Committee) [6]. Затворы 
транзисторов с высоким разрешением формируются с ис-
пользованием комбинации оптической и электронно-луче-
вой литографии. С целью повышения производительности 

технологической линии планировалось в течение 2007 года 
перевести процесс изготовления затвора с одним углубле-
нием целиком на оптическую литографию. 

UMS предлагает различные варианты взаимодействия 
по проектированию и производству компонентов для других 
фирм. Возможен прием заказов от внешних дизайн-центров 
на производство разработанных ими схем. В 2006 году ком-
пания на своей технологической базе выпустила 73 партии 
изделий по заказам фирм-разработчиков аппаратуры кос-
мического, военного и телекоммуникационного назначения. 

UMS – один из пионеров в области корпусирования 
МИС. В продукцию компании входят микросхемы в корпу-
сах под поверхностный монтаж, отвечающих требованиям 
стандартных сборочных линий. Частотный диапазон кор-
пусированных изделий достигает 30 ГГц. Сейчас компания 
работает над созданием следующего поколения стандарт-
ных пластмассовых корпусов типа QFN для МИС на часто-
ты свыше 40 ГГц. Разработаны также корпуса для многока-
нальных приемных и передающих устройств, предназначен-
ных для автомобильных локаторов дальнего действия диа-
пазона 77 ГГц.

Продукция и рынки сбыта. Наряду со стратегическими 
рынками военной и космической техники основная деятель-
ность компании направлена на освоение рынков телекомму-
никационного и автомобильного оборудования. С 2003 года 
UMS серийно выпускает компоненты для автомобильных 
радаров дальнего действия (на частоту 77 ГГц), так назы-
ваемых радаров адаптивного управления курсом (Adaptive 
Cruise Control – ACC). В 2007 году планировалось освоить 
крупносерийное производство МИС для радаров ближне-
го действия (на частоту 24 ГГц) [1]. С 2006 года компания 
разрабатывает SiGe-изделия, опираясь на технологическую 
базу других фирм. В результате расширяются возможности 
поставки заказчикам конкурентоспособных изделий, объ-
единяющих компоненты, выполненные по различным перс-
пективным технологиям. Актуальность такого подхода свя-
зана с прогнозируемым ростом рынка датчиков автомобиль-

Рис.4. Интегрированный приемник диапазона 17–23 ГГц

Рис.5. Технологические процессы фирмы UMS
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ных радаров ближнего действия на диапазон 24 ГГц и необ-
ходимостью дальнейшего снижения их стоимости.

Из последних разработок МИС для рынка телекоммуни-
кационных систем можно отметить корпусированный мало-
шумящий усилитель с автосмещением. Усилитель работает 
в диапазоне 5,8–17 ГГц. Усиление его превышает 21 дБ при 
коэффициенте шума 1,6 дБ. Напряжение питания составля-
ет 4 В, потребляемый ток – 80 мА.

Изделия военного назначения компании целиком пред-
назначены для европейского рынка систем РЛС, РЭБ, связи, 
высокоточного оружия. Это МИС, разработанные либо UMS, 
либо ее заказчиками и изготавливаемые на технологичес-
кой базе компании. В номенклатуру таких изделий входят 
МИС малошумящих усилителей, аттенюаторов, фазовраща-
телей, усилителей средней и высокой мощности. Пример 
МИС военного назначения – усилитель мощности Х-диапа-
зона для АФАР. Усилитель изготовлен с помощью технологи-
ческого процесса НВ20РX (GaInP/GaAs). Микросхема площа-
дью 18,4 мм2 содержит цепь регулировки рабочего напря-
жения и ТТЛ-интерфейс. Она отличается высокой надежнос-
тью, допуская работу при компрессии 8 дБ и КСВН 1,7:1 в 
широком диапазоне температур. На базе процесса РРН25Х 
(pНЕМТ с длиной затвора 0,25 мкм) на кристалле такой же 
площади (18,4 мм2) был изготовлен двухкаскадный усили-
тель мощности Х-диапазона с выходной мощностью 8 Вт при 
КПД 45% в полосе 8,6–11,6 ГГц.

Компания не оставляет без внимания и сектор рынка, 
связанный с заменой гибридных конструкций в действую-
щих модулях и системах на МИС [1].

OMMIC
В последнее время на европейском рынке GaAs-устройств 
усиливается активность компании OMMIC – поставщика 
эпитаксиальных структур и услуг по обработке GaAs-плас-
тин и разработке МИС [7]. Компания образована в 2000 году 
на базе французского отделения Philips Microwave Limeil, 
входящего в голландский концерн Royal Philips Electronics 
[7]. OMMIC имеет почти тридцатилетний опыт работы в об-
ласти GaAs-технологии. В 2005 году компания заключила с 
Университетом Белфаста (Ирландия) соглашение о сотруд-
ничестве, согласно которому университетская исследова-

тельская группа в области СВЧ-электроники должна дейс-
твовать в интересах OMMIC как Европейский центр подго-
товки высококвалифицированных кадров, разрабатываю-
щих GaAs МИС [8]. Разработанные университетской группой 
СВЧ-устройства для рынка телекоммуникационных систем 
будут выполняться на базе технологии OMMIC. В 2006 году 
французский инвестор Financiare Victoire S.A.S. при актив-
ном участии руководства OMMIC выкупил контрольный па-
кет акций у Philips, и компания получила самостоятельность. 
Руководство фирмы OMMIC с оптимизмом оценивает буду-
щее компании и планирует ее рост [9].

Эпитаксия из паровой фазы металлоорганических соеди-
нений проводится на реакторе планетарного типа (planetary 
epitaxial reactor) фирмы Aixtron (Германия), в создании кото-
рого в свое время принимали участие специалисты OMMIC 
[10]. Так же, как и Filtronic, компания OMMIC проектирует 
свои микросхемы с помощью программных средств амери-
канской фирмы Applied Wave Research.

OMMIC изготавливает GaAs pНЕМТ-транзисторы по тех-
нологиям D01PH (мощные транзисторы на частоту 100 ГГц 
с длиной затвора 0,13 мкм для МИС усилителей мощности) 
и ED02AH (транзисторы на частоту 60 ГГц с длиной затво-
ра 0,18 мкм для схем обработки смешанных сигналов). Ос-
воены также процесс создания метаморфных НЕМТ с вы-
соким содержанием индия: D01MH (частота 150 ГГц, дли-
на затвора 0,13 мкм), Е01МН (частота 150 ГГц, длина за-
твора 0,1 мкм) и D0071Н (частота 160 ГГц, длина затвора 
0,07 мкм). Для изготовления InP HBT на частоты от 500 МГц 
до 150 ГГц разработан технологический процесс DH151B. 
По мнению специалистов компании, особенно перспектив-
на технология ED02AH, позволяющая изготавливать усили-
тели на pНЕМТ с низким шумом, большим усилением и вы-
сокой линейностью, а также фазовращатели и аттенюато-
ры с малыми вносимыми потерями [11]. Главное достоинс-
тво технологии ED02AH – возможность создания на одном 
кристалле pНЕМТ-транзисторов "обедненного" и "обога-
щенного" режимов. На основе транзисторов "обедненного" 
режима (отрицательное напряжение Vt) реализуются СВЧ-
функции, тогда как компактные цифровые устройства с ма-
лой потребляемой мощностью и высоким выходом можно 
выполнить только на основе транзисторов второго типа (по-
ложительное напряжение Vt). 

МИС С-диапазона (4–6 ГГц) CGY2175AUH, выполненная 
с помощью процесса ED02AH и содержащая 6-бит фазов-
ращатель и аттенюатор, а также переключатель прием/пе-
редача, буфер и конвертор с преобразованием последо-
вательного кода в параллельный (рис.6) [11] позволяет со-
кратить габариты, массу и стоимость приемо-передающих 
модулей для активных фазированных антенных решеток 
(АФАР), которые обычно содержат отдельные МИС этих уст-
ройств. В связи с быстрым развитием АФАР компания про-

Рис.6. Конвертор с преобразованием последовательного кода в парал-
лельный, а также часть аттенюатора и фазовращателя микросхемы
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гнозирует высокие темпы роста спроса на такие МИС, ис-
пользуемые в РЛС с АФАР как военного, так и гражданско-
го назначения [9].

Европейская GaAs-промышленность располагает современны-
ми проектно-технологическими и производственными базами, 
позволяющими удовлетворять текущие и будущие потребнос-
ти рынка в GaAs МИС как коммерческого, так и специального 
назначения. GaAs-промышленность Европы является иннова-
ционной и конкурентоспособной и успешно осваивает новые 
направления развития GaAs-технологии. Наиболее крупные 
европейские производители GaAs МИС – компании Filtronic и 
UMS. В отличие от UMS, продажи которой определяются глав-
ным образом интересами владеющих ею компаний, выпускаю-
щих электронную аппаратуру (Thales и EADS), Filtronic в боль-
шей степени зависит от внешних заказчиков. Продукция компа-
нии OMMIC в основном (60%) предназначена для телекоммуни-
кационного оборудования. Сейчас компания пытается выйти на 
рынок АФАР, и ей еще предстоит утвердиться в качестве само-
стоятельного европейского производителя GaAs МИС.
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